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��/�������き
パワー・スイッチ

NCP380, NCV380
NCP380は、�����や��が�	しやすいアプリケーシ
ョン�けに��されたハイサイドパワー・スイッチです。こ

のデバイスには、55 m� (DFNパッケージ)のPチャネル
MOSFETを�#しています。$%��が�&'�スレッショ
ルドを)えるか、��が�	した*+、デバイスは,�&-
,.モードに0り1わって$%�&を23のレベルに'�し

ます。�&'�スレッショルドは、5�67で500 mA ~ 2.1 A
の89でユーザが<=>?とするかまたは@�A,とするか

を�Bできます。パワー・スイッチのCちDがりE�とCち

FがりE�を'Gすることによって、スイッチングIの�&
リンギングをKえます。

$%�LがM%�Lを)えた*+、スイッチのM%Nのデ
バイスをOPするために、@�Q�LR$コンパレータがパ
ワー・スイッチをディセーブルします。

	�&、Q�L、または	WXYが�	している�、FLAG
ロジック$%はローにアサートされます。スイッチはロジッ
ク・イネーブルM%をアクティブ・ハイまたはローにするこ

とによって'Gされます。

��

• 2.5 V ~ 5.5 Vの^_89

• 70 m�のハイサイドMOSFET

• �&'�：

♦ 500 mA ~ 2.1 Aの89でユーザが<=>?

♦ A,500 mA、1 A、1.5 A、2 A、2.1 A
• `�Lロックアウト(UVLO)

• ソフトスタートc?@d
• サーマルOP
• ソフト・ターンオフ

• Q�LOP

• f+�gh89：−40°C ~ 125°C

• アクティブ・ハイまたはローのイネーブル(ENまたはEN)

• IEC61000−4−2(レベル 4)にij
♦ 8.0 kV (fkl�)
♦ 15 kV (mIl�)

• UL マーク E343275n,oみ (NCPバージョンのみ)

• pq�け、および*rと'Gのstをuvとするwのアプリ

ケーション�けNCVプリフィックス

• �フリー・パッケージをxy

���アプリケーション

• ラップトップPC

• USBポート/ハブ

• TV
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See detailed ordering and shipping information in the package
dimensions section on page 20 of this data sheet.

ORDERING INFORMATION

UDFN6

TSOP−5

TSOP−6
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Figure 1. Typical Application Circuit

*For Adjustable Version Only.
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Figure 2. Pin Connections
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*For adjustable version only, otherwise not connected.

Table 1. PIN FUNCTION DESCRIPTION

Pin Name Type Description

EN INPUT Enable input, logic low/high (i.e. EN or EN) turns on power switch

GND POWER Ground connection;

IN POWER Power-switch input voltage; connect a 1 �F or greater ceramic capacitor from IN to GND as close as pos-
sible to the IC.

FLAG OUTPUT Active-low open-drain output, asserted during overcurrent, overtemperature or reverse-voltage conditions.
Connect a 10 k� or greater resistor pull-up, otherwise leave unconnected.

OUT OUTPUT Power-switch output; connect a 1 �F ceramic capacitor from OUT to GND as close as possible to the IC
is recommended. A 1 �F or greater ceramic capacitor from OUT to GND must be connected if the USB
requirement (i.e.120 �F capacitor minimum) is not met.

ILIM* INPUT External resistor used to set current-limit threshold; recommended 5 k� < RILIM < 250 k�.

PAD1** THERMAL Exposed Thermal Pad: Must be soldered to PCB Ground plane

*(For adjustable version only, otherwise not connected.
**For DFN version only.
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Table 2. MAXIMUM RATINGS

Rating Symbol Value Unit

From IN to OUT Pins: Input/Output (Note 1) VIN , VOUT −7.0 to +7.0 V

IN, OUT, EN, ILIM, FLAG, Pins: Input/Output (Note 1) VEN, VILIM, VFLAG, VIN, VOUT −0.3 to +7.0 V

FLAG Sink Current ISINK 1 mA

ILIM Source Current ILIM 1 mA

ESD Withstand Voltage (IEC 61000−4−2)
(Output Only, when Bypassed with 1.0 �F Capacitor Minimum)

ESD IEC 15 Air, 8 Contact kV

Human Body Model (HBM) ESD Rating (Note 2) ESD HBM 2,000 V

Machine Model (MM) ESD Rating (Notes 2 and 3) ESD MM 200 V

Latch-up Protection (Note 4)
Pins IN, OUT, EN, ILIM, FLAG

LU
100

mA

Maximum Junction Temperature Range (Note 6) TJ −40 to +TSD °C

Storage Temperature Range TSTG −40 to +150 °C

Moisture Sensitivity (Note 5) MSL Level 1

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(���) 
����を�えるストレスは、デバイスにダメージを�える���があります。これらの��#を�えた%&は、デバイスの�	�を'
ない、ダメージが
じたり、+��に,�を-ぼす���があります。
1. According to JEDEC standard JESD22−A108.
2. This device series contains ESD protection and passes the following tests:

Human Body Model (HBM) ±2.0 kV per JEDEC standard: JESD22−A114 for all pins.
Machine Model (MM) ±200 V per JEDEC standard: JESD22−A115 for all pins.

3. Except EN pin, 150 V.
4. Latch up Current Maximum Rating: ±100 mA per JEDEC standard: JESD78 class II.
5. Moisture Sensitivity Level (MSL): 1 per IPC/JEDEC standard: J−STD−020.
6. A thermal shutdown protection avoids irreversible damage on the device due to power dissipation.

Table 3. OPERATING CONDITIONS

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit

VIN Operational Power Supply 2.5 − 5.5 V

VEN Enable Voltage 0 − 5.5

TA Ambient Temperature Range −40 25 +85 °C

TJ Junction Temperature Range −40 25 +125 °C

RILIM Resistor from ILIM to GND Pin 5.0 − 250 k�

ISINK FLAG Sink Current − − 1.0 mA

CIN Decoupling Input Capacitor 1.0 − − �F

COUT Decoupling Output Capacitor USB Port per Hub 120 − − �F

R�JA Thermal Resistance Junction-to-Air UDFN−6 Package (Notes 7 and 8) − 120 − °C/W

TSOP−5 Package (Notes 7 and 8) − 305 − °C/W

TSOP−6 Package (Notes 7 and 8) − 280 − °C/W

IOUT Maximum DC Current UDFN−6 Package − − 2.1 A

TSOP−5, TSOP−6 Package − − 1.0 A

PD Power Dissipation Rating (Note 9) TA � 25°C UDFN−6 Package −  830 − mW

TSOP−5 Package − 325 − mW

TSOP−6 Package − 350 − mW

TA = 85°C UDFN−6 Package − 325 − mW

TSOP−5 Package − 130 − mW

TSOP−6 Package − 145 − mW

7. A thermal shutdown protection avoids irreversible damage on the device due to power dissipation.
8. The R�JA is dependent of the PCB heat dissipation. Board used to drive this data was a 2” × 2” NCP380EVB board. It is a 2 layers board

with 2-once copper traces on top and bottom of the board. Exposed pad is connected to ground plane for UDFN−6 version only.
9. The maximum power dissipation (PD) is given by the following formula: 

PD �
TJMAX � TA

R�JA

http://www.onsemi.jp/
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Table 4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS  
(Min & Max Limits apply for TA between −40°C to +85°C and TJ up to +125°C for VIN between 2.5 V to 5.5 V (Unless otherwise noted).
Typical values are referenced to TA = +25°C and VIN = 5 V.)

Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit

POWER SWITCH

RDS(on) Static Drain-source On-state
Resistance DFN Package

TSOP Package

VIN = 5 V –40°C < TJ < 125°C − 55 75 m�

2.5 V < VIN < 5.5 V –40°C < TJ < 125°C − − 110

VIN = 5 V –40°C < TJ < 125°C − 70 95 m�

2.5 V < VIN < 5.5 V –40°C < TJ < 125°C − − 135

TR Output Rise Time VIN = 5 V CLOAD = 1 �F,
RLOAD = 100 � (Note 10)

0.3 1.0 1.5 ms

VIN = 2.5 V 0.2 0.65 1.0

TF Output Fall Time VIN = 5 V 0.1 − 0.5

VIN = 2.5 V 0.1 − 0.5

ENABLE INPUT EN OR EN

VIH High-level Input Voltage 1.2 − − V

VIL Low-level Input Voltage − − 0.4 V

IEN Input Current VEN = 0 V, VEN = 5 V −0.5 − 0.5 �A

TON Turn On Time CLOAD = 1 �F, RLOAD = 100 � (Note 11) 2.0 3.0 4.0 ms

TOFF Turn Off Time 1.0 − 3.0 ms

CURRENT LIMIT

IOCP Current-limit Threshold
(Maximum DC Output Current
IOUT Delivered to Load)

VIN = 5 V RILIM = 20 k� (Note 11) 1.02 1.20 1.38 A

RILIM = 40 k�
(Notes 11 and 13)

0.595 0.700 0.805

Fixed 0.5 A (Note 12) 0.5 0.58 0.65 A

Fixed 1.0 A (Note 12) 1.0 1.15 1.3

Fixed 1.5 A (Note 12) 1.5 1.75 1.9

Fixed 2.0 A (Note 12) 2.0 2.25 2.5

Fixed 2.1 A (Note 12) 2.1 2.25 2.5

TDET Response Time to Short Circuit VIN = 5 V − 2.0 − �s

TREG Regulation Time 1.8 3.0 4.0 ms

TOCP Overcurrent Protection Time 14 20 26 ms

REVERSE-VOLTAGE PROTECTION

VREV Reverse-voltage Comparator
Trip Point (VOUT – VIN)

− 100 − mV

TREV Time from Reverse-voltage
Condition to MOSFET Switch Off
& FLAG Low

VIN = 5 V 4.0 6.0 9.0 ms

TRREV Re-arming Time 7.0 10 15 ms

UNDERVOLTAGE LOCKOUT

VUVLO IN Pin Low-level Input Voltage VIN Rising 2.0 2.3 2.4 V

VHYST IN Pin Hysteresis TJ = 25°C 25 − 60 mV

TRUVLO Re-arming Time 7.0 10 15 ms

SUPPLY CURRENT

IINOFF Low-level Output Supply Current VIN = 5 V, No Load on OUT, Device OFF
VEN = 0 V or VEN = 5 V

− 1.0 2.1 �A

IINON High-level Output Supply
Current

VIN = 5 V, Device Enable
2 A and 2.1 A Versions

1 A and 1.5 A Current Versions
0.5 A Current Version

−
−
−

−
−
−

90
80
70

�A

IREV Reverse Leakage Current VOUT = 5 V, VIN = 0 V TJ = 25°C − − 1.0 �A

http://www.onsemi.jp/
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Table 4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
(Min & Max Limits apply for TA between −40°C to +85°C and TJ up to +125°C for VIN between 2.5 V to 5.5 V (Unless otherwise noted).
Typical values are referenced to TA = +25°C and VIN = 5 V.)

Symbol UnitMaxTypMinConditionsParameter

FLAG PIN

VOL FLAG Output Low Voltage IFLAG = 1 mA 400 mV

ILEAK Off-state Leakage VFLAG = 5 V 1.0 �A

TFLG FLAG Deglitch FLAG De-assertion Time due to Overcurrent or
Reverse Voltage Condition

4.0 6.0 9.0 ms

TFOCP FLAG Deglitch FLAG Assertion due to Overcurrent 6.0 8.0 12 ms

THERMAL SHUTDOWN

TSD Thermal Shutdown Threshold 140 °C

TSDOCP Thermal Regulation Threshold 125 °C

TRSD Thermal Shutdown Rearming
Threshold

115 °C

Product parametric performance is indicated in the Electrical Characteristics for the listed test conditions, unless otherwise noted. Product
performance may not be indicated by the Electrical Characteristics if operated under different conditions. 
(���) 

/パラメータは、�3な��が�い�り、��されたテスト�6に7する�����で�しています。�なる�6;で
/<=を�っ
た?には、�����で�している��を@られない%&があります。

10.Parameters are guaranteed for CLOAD and RLOAD connected to the OUT pin with respect to the ground, See Figure 3.
11. Adjustable current version, RILIM tolerance ±1%.
12.Fixed current version.
13.Not production test, guaranteed by characterization.

Figure 3. Test Configuration
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BLOCK DIAGRAM

Figure 5. Block Diagram
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*For adjustable version only, otherwise not connected.
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Ton + TR

Figure 6. Ton Delay and Trise Time

Toff + Tfall

Figure 7. Toff Delay and Tfall
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Figure 8. Turn On a Short
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Figure 9. 2 � Short on Output. Complete Regulation Sequence
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Figure 10. OCP Regulation and TSD Warning Event
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Figure 11. Timer Regulation Sequence During 2 � Overload
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Figure 12. Direct Short on OUT Pin

Figure 13. From Timer Regulation to Load Removal Sequence
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TFOCP

Figure 14. From No Load to Direct Short Circuit

VREV

TFREV

Figure 15. Reverse Voltage Detection
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T RREV

Figure 16. Reverse Voltage Removal

Figure 17. Undervoltage Threshold (Falling) and Hysteresis
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Low−Level Output Supply Current vs Vin
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Figure 18. Standby Current vs Vin
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Figure 19. Quiescent Current vs Vin
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Figure 20. RDS(on) vs Temperature, TSOP Package

Figure 21. RDS(on) vs Temperature, �DFN Package

TSOP Package
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����

��

NCP380は、�����、��、または	�&の*
+にM%y|�LをOPするために��された、ハ
イサイドPチャネルMOSFETパワー・スイッチで

す。}えて、ハイサイドMOSFETは、`�L、サー
マル・シャットダウン、またはQ�LXYの�	I
にターンオフされます。>sバージョンでは、5�

67を��して�&'�スレッショルドをプログラ
ムすることができます。NCP380は、ソフトスタート
��によって��&および�LサージをK'できま

す。

	���


NCP380は、$%�&がIOCPスレッショルドを)え

ると、,�&-,.モードに0り1わります。$%
�Lは��に�じて`Fします。

• �����を�うホット・プラグの*+、$%�

Lはコンデンサ�Lまで`Fします。NCP380は、

コンデンサの��が��するまで�&をIOCPスレ

ッショルド�に'�します。

Figure 22. Heavy capacitive load

VOUT

IOUT

Drop due to 
Capacitor Charge

IOCP

• 	��E、�&はIOCPの�に'�され、�L�は

��に�じ、��に�って`Fします。

VOUT � RLOAD� IOCP (eq. 1)

Figure 23. Overload

IOUT

VOUT

IOCP × RLOAD

IOCP

• ��や�きな��が�	した*+、�&は��が

��されるまでTDETE�@にIOCP�に'�されま

す。$%が��されるか
�に`い�Lにf�さ

れると、チップのf+�ghがTSDOCP�を)え、

デバイスはサーマル・シャットダウン(MOSFETが
ターンオフ)にMります。

Figure 24. Short circuit

VOUT
Thermal

Regulation
Threshold

Timer
Regulation

Mode

IOUT

IOCP

TOCP TREG

�にデバイスは、�に�す2フェーズのタイマ-,
.モードにMります。

• オフフェーズ： パワーMOSFETはE�TOCP
の�オフになり、ダイghが`Fします。

• オンフェーズ：E�TREGの�は-,.�&モード

です。�&はIOCPレベルに-,.されます。

タイマ-,.モードでは�Wのl�(��の*+な

ど)を��し、gh^_��@にKえることができま

す。

	�&XYが�り�かれるかイネーブル・ピンが

0り1えられるまで、NCP380はオンフェーズ/オフ
フェーズ・ループに�まります。

��：アプリケーションによっては、wの-,.モ
ードを��することも>?です。ご��について

は、オンセミの���までお�い+わせください。

FLAGインジケータ
FLAGピンは、	�&、Q�L、または	WXY
Eにはローにアサートされるオープンドレイン
MOSFETです。�%パスで	�&またはQ�Lフォ

ールトがR$された*+、 �するグリッチ��E
�(�m3¡¢£を¤¥)が¦	した§に、FLAGピン
はローにアサートされます。このc?のおかげで、

�����の��や$%での�L	¨Iに、FLAG
ピンはローになりません。	�&フォールトに す

るグリッチ��E�はTFOCP、Q�Lフォールトの

*+はTREVです。フォールトが��されるまで、

FLAGピンはローのままです。フォールトが��さ

れた§、TFGLの©わりに、FLAGピンはハイになり

ます。

"�#ロックアウト

`�Lロックアウト(UVLO)��が@dされている

ため、VINの�LがVUVLOよりも`い�、$%はM
%から0ªされたままです。VIN�LがVUVLOより

�くなると、i«E�TRUVLO§に、システムは$%
の¬f�を­みます。この��は	¨に するノイ

ズ¯¢をxyするVHYSTヒステリシスを«えていま

す。
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()�

ダイghがTSDを)えた*+、サーマル・シャット
ダウンがパワーMOSFETをターンオフします。ヒス
テリシスがあるため、ダイghがTRSDに±²される

までパワーMOSFETはターンオンしません。

��#�


TREVIに、$%�LがM%�LよりVREVだけ�く

なると、Q�L��は�³をOPするために$%を

0ªします。パワーMOSFETを¬びターンオンする

には、これと´じE�TREV+i«E�TRREVがuv
です。

イネーブル-.

イネーブル・ピンは、ロジックµ¶(CMOSまたは

TTL·¸)でドライブするか、GNDまたはVINにf�
するuvがあります。VINとENは¹ff�するべき

ではありません。VINは、ICをイネーブルするºに

»¼に�,されて、-,していなければなりませ

ん。ENµ¶の½�が$¾ない*+は、10 k�/100 nF
のRCネットワークをVINとENの�に¿}して、EN
µ¶をÀÁさせることが$¾ます。ENにロジック・
ローまたはハイがあると、デバイスはターンオンし

ます。ENにロジック・ハイまたはローがあるとデバ
イスはターンオフしÂÃ�%はIINOFFにまでÄÅし

ます。

ブロッキング�1

ブロッキング'G��は、パワーMOSFETの�Ç
を0り1えます。デバイスがオフのとき、ボディ・
ダイオードでOUTからINに&れるリーク�&IREVが

'�されます。このモードでは、ボディ・ダイオー
ドのアノードがINピンにf�され、カソードがOUT
ピンにf�されます。^_XYでは、ボディ・ダイ

オードのアノードがOUTピンにf�され、カソード
がINピンにf�されて、�³のl�が�Éされま

す。

アプリケーション23

4
�.

デバイスのf+�ghは、ボード・レイアウト、

Ê9gh、デバイスËÌなどのvÍによってs.し

ます。しかし、f+�ghにÎもÏ�をÐえるvÍ
は、パワーMOSFETのÂÃ�%です。このようにÑ
,すると、Ò�モードでのÂÃ�%とf+�gh
は、��で�Óできます。

RD � RDS(on) � �IOUT�
2

(eq. 2)

ここで、

PD = ÂÃ�%(W)
RDS(on) = パワーMOSFETのオン67(�) 
IOUT = $%�&(A)

TJ � PD� R
�JA� TA (eq. 3)

ここで、

TJ = f+�gh(°C)
R�JA = パッケージのW67(°C/W)
TA = Ê9gh(°C)

-,.モードでのÂÃ�%は、�の�Ô�に�
い、��に�じてs.する�L�FVIN−VOUTをÕÖ
すると�Óできます。

PD � �VIN� RLOAD� IOCP� � IOCP (eq. 4)

ここで、

PD = ÂÃ�%(W)
VIN = M%�L(V)
RLOAD = ��67(�)
IOCP = $%-,.�&(A)

������プログラミング (��バージョンのみ)
NCP380xMUAJAAとNCP380xSNAJAAはそれぞれ

�DFNとTSOP6のパッケージで、エンドカスタマー
によって×Øに�&'�をかけることが$¾ます。

さらにアースとプルダウン67をf�するIlimピン
が�Ùされており、それによってしきい��&の<
Úが>?です。	�&のÛhをÜOするÝにÞ�ß
0.1または1%の67を��することをàくáâしま

す。

この67の�Bについて、ユーザーは、デバイス
がOPシーケンスにMることなくã���$¾るよ

うにUSB�&をÎäに�,するuvがあります。�

vなルールは、このプルダウン67を�Bする�

に、D&Nのアクセサリにã�して�&y|するこ

とができるように、F��&�をUSB�&よりも�

�いなく�くすることです。

åFの、メインの�Bの£はアクセサリへのUSB
�&ポート、çi67�Bとçi／Î�	�&しき

い�をèみます。
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Table 5. RESISTOR SELECTION FOR ADJUSTABLE CURRENT LIMIT VERSION

Min Current
Limit Value

(A)
Theoric Resistor Value 

(k�)

Selected Resistor Value 
(k�)

1% or 0.1%
Typical OCP Target Value

(A)

Maximum
Current Value

(A)

0.5 44.2 44.2 0.59 0.67

0.6 37.5 37.4 0.71 0.81

0.7 32.2 31.6 0.825 0.95

0.8 27.7 27.4 0.94 1.08

0.9 24.0 23.7 1.06 1.22

1.0 21.0 21 1.18 1.35

1.1 18.5 18.2 1.3 1.49

1.2 16.6 16.5 1.41 1.62

1.3 14.6 14.3 1.53 1.76

1.4 13.0 13 1.65 1.9

1.5 11.4 11.3 1.78 2.05

1.6 10.4 10.2 1.88 2.17

1.7 9.2 9.09 2.01 2.31

1.8 8.3 8.25 2.12 2.438

1.9 7.4 7.32 2.23 2.56

2.0 6.5 6.49 2.36 2.7

2.1 5.6 5.49 2.48 2.85

£の“F��&�”は	�&é^していないXYで

のアクセサリへy|するDC�&を£しています。

2ê2のëは、åFの�からìめられたçi�&タ
ーゲットをîるための67�ï�です：

Rlim � −5.2959� ILIM5� 45.256� ILIM4� 155.25� ILIM3� 274.39� ILIM2� 267.6� ILIM� 134.21 (eq. 5)

Figure 25. RLIM Curve vs. Current Limit

Rlim Versus OCP Average

Current Limit (A)

R
LI

M
 (

k�
)

0

0

RLIM vs. OCP Average

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
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ユーザーのアプリケーションに+わせて67が�

Bされると、	�&しきい�のÞ��はåFの�に

てìめられます：

� 0.0000009� (Rlim� 22.375)4

IOCPmin� 1.6915129� 0.0330328� Rlim� 0.0011207(Rlim� 22.375)2� 0.0000451� (Rlim� 22.375)3�
(eq. 6)

IOCPmax � 2.2885175� 0.0446914� Rlim� 0.0015163(Rlim� 22.375)2� 0.000061� (Rlim� 22.375)3�

� 0.0000012� (Rlim� 22.375)4
(eq. 7)

IOCPtyp� 1.9900152� 0.0388621� Rlim� 0.0013185(Rlim� 22.375)2� 0.0000531� (Rlim� 22.375)3�

� 0.0000011� (Rlim� 22.375)4
(eq. 8)

Îð、çi、Î��&カーブはåFのグラフのÒ
りとなります：

Figure 26. Current Threshold vs. Rlim Resistor

I L
IM

 (
A

)

5

0

IOCP min vs. RLIM

RLIM (k�)

IOCP vs. RLIM

IOCP max vs. RLIM

7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

2つ�Øから67�6 k�−47 k�の89をÕÖされ

ることをáâします。

`い67�のE、�&Þ��は�い�&レベルに

ñしDげられます。@��%òó¢?によって、g
hによるÏ�をÕÖするとÎ�2.4 Açiを�DFN
パッケージに�,することが$¾ます。TSOP6
バージョンに�しては、ôõが,�&'Gモードに

MるºにサーマルシャットダウンモードにMる>?
¢もあるÝ、Î�で1.2 Aがáâ�になります。

ö÷で、もし15%のÛhをøùしたいEには�い

67�で50 k�まで��$¾ます。�い�の*+、

�&しきい�は500 mAよりも`くなります。そのÝ
この*+、Ûhがúちることがあります。

PCBに�する=>?�

NCP380はÎ�,û2 AのPMOSFETを�#している

ため、PCBデザイン・ルールを�üしてシリコンか

らのWを�0にýがすuvがあります。uvに�じ

て、Wþ�を�めるためにUDFN6 PAD1をグランド
・プレーンにf�してください。このパッドはuず

グランド・プレーンにf�します。PCB�#を�や

すことで、パッケージのR�JAを`Äできますが、�
わりÂÃ�%が��します。
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Figure 27. USB Host Typical Application
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Table 6. ORDERING INFORMATION

Device Marking

Active
Enable
Level

Over
Current

Limit Evaluation Board
UL

Listed
CB

Scheme Package Shipping†

NCP380LSNAJAAT1G AAC

Low

Adj. NCP380LSNAJAGEVB Y Y TSOP−6
(Pb−Free)

3,000
Tape / Reel

NCP380LSN05AAT1G AC5 0.5 A NCP380LSN05AGEVB Y Y TSOP−5
(Pb−Free)NCP380LSN10AAT1G AC6 1.0 A NCP380LSN10AGEVB Y Y

NCP380LMUAJAATBG AA Adj. NCP380LMUAJAGEVB Y Y

UDFN6
(Pb−Free)

NCV380LMUAJAATBG* AN Adj. NCP380LMUAJAGEVB N N

NCP380LMU05AATBG AE 0.5 A NCP380LMU05AGEVB Y Y

NCP380HSNAJAAT1G AAD

High

Adj. NCP380HSNAJAGEVB Y Y TSOP−6
(Pb−Free)

NCP380HSN05AAT1G AC7 0.5 A NCP380HSN05AGEVB Y Y TSOP−5
(Pb−Free)NCP380HSN10AAT1G ADA 1.0 A NCP380HSN10AGEVB Y Y

NCP380HMUAJAATBG AC Adj. NCP380HMUAJAGEVB Y Y

UDFN6
(Pb−Free)

NCV380HMUAJAATBG* AP Adj. NCP380HMUAJAGEVB N N

NCP380HMU05AATBG AH 0.5 A NCP380HMU05AGEVB Y Y

NCP380HMU10AATBG AJ 1.0 A NCP380HMU10AGEVB Y Y

NCP380HMU15AATBG AK 1.5 A NCP380HMU15AGEVB Y Y

NCP380HMU20AATBG AM 2.0 A NCP380HMU20AGEVB Y Y

NCP380HMU21AATBG AU 2.1 A NCP380HMU21AGEVB Y Y

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

*NCV Prefix for Automotive and Other Applications Requiring Unique Site and Control Change Requirements; AEC−Q100 Qualified and PPAP
Capable
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TSOP−6 3.00x1.50x0.90, 0.95P
CASE 318G

ISSUE W
DATE 26 FEB 2024

STYLE 1:
PIN 1. DRAIN

2. DRAIN
3. GATE
4. SOURCE
5. DRAIN
6. DRAIN

STYLE 2:
PIN 1. EMITTER 2

2. BASE 1
3. COLLECTOR 1
4. EMITTER 1
5. BASE 2
6. COLLECTOR 2

STYLE 3:
PIN 1. ENABLE

2. N/C
3. R BOOST
4. Vz
5. V in
6. V out

STYLE 4:
PIN 1. N/C

2. V in
3. NOT USED
4. GROUND
5. ENABLE
6. LOAD

XXX M�

�

XXX = Specific Device Code
A =Assembly Location
Y = Year
W = Work Week
� = Pb−Free Package

STYLE 5:
PIN 1. EMITTER 2

2. BASE 2
3. COLLECTOR 1
4. EMITTER 1
5. BASE 1
6. COLLECTOR 2

STYLE 6:
PIN 1. COLLECTOR

2. COLLECTOR
3. BASE
4. EMITTER
5. COLLECTOR
6. COLLECTOR

STYLE 7:
PIN 1. COLLECTOR

2. COLLECTOR
3. BASE
4. N/C
5. COLLECTOR
6. EMITTER

STYLE 8:
PIN 1. Vbus

2. D(in)
3. D(in)+
4. D(out)+
5. D(out)
6. GND

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

STYLE 9:
PIN 1. LOW VOLTAGE GATE

2. DRAIN
3. SOURCE
4. DRAIN
5. DRAIN
6. HIGH VOLTAGE GATE

STYLE 10:
PIN 1. D(OUT)+

2. GND
3. D(OUT)−
4. D(IN)−
5. VBUS
6. D(IN)+

1

STYLE 11:
PIN 1. SOURCE 1

2. DRAIN 2
3. DRAIN 2
4. SOURCE 2
5. GATE 1
6. DRAIN 1/GATE 2

STYLE 12:
PIN 1. I/O

2. GROUND
3. I/O
4. I/O
5. VCC
6. I/O

XXXAYW�

�

1

STANDARDIC
XXX = Specific Device Code
M = Date Code
� = Pb−Free Package

STYLE 13:
PIN 1. GATE 1

2. SOURCE 2
3. GATE 2
4. DRAIN 2
5. SOURCE 1
6. DRAIN 1

STYLE 14:
PIN 1. ANODE

2. SOURCE
3. GATE
4. CATHODE/DRAIN
5. CATHODE/DRAIN
6. CATHODE/DRAIN

STYLE 15:
PIN 1. ANODE

2. SOURCE
3. GATE
4. DRAIN
5. N/C
6. CATHODE

STYLE 16:
PIN 1. ANODE/CATHODE

2. BASE
3. EMITTER
4. COLLECTOR
5. ANODE
6. CATHODE

STYLE 17:
PIN 1. EMITTER

2. BASE
3. ANODE/CATHODE
4. ANODE
5. CATHODE
6. COLLECTOR

*This information is generic. Please refer to device data
sheet for actual part marking. Pb−Free indicator, “G”
or microdot “�”, may or may not be present. Some
products may not follow the Generic Marking.
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TSOP−5
CASE 483
ISSUE N

DATE  12 AUG 2020
SCALE 2:1

1

5

XXX M�

�

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

1
5

0.7
0.028

1.0
0.039

� mm
inches

�SCALE 10:1

0.95
0.037

2.4
0.094

1.9
0.074

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the onsemi Soldering and Mounting
Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

SOLDERING FOOTPRINT*

XXX = Specific Device Code
A = Assembly Location
Y = Year
W = Work Week
� = Pb−Free Package

1

5

XXXAYW�

�

Discrete/LogicAnalog

(Note: Microdot may be in either location)

XXX = Specific Device Code
M = Date Code
� = Pb−Free Package

NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME

Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD FINISH

THICKNESS. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE
MINIMUM THICKNESS OF BASE MATERIAL.

4. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE BURRS. MOLD
FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE BURRS SHALL NOT
EXCEED 0.15 PER SIDE. DIMENSION A.

5. OPTIONAL CONSTRUCTION: AN ADDITIONAL
TRIMMED LEAD IS ALLOWED IN THIS LOCATION.
TRIMMED LEAD NOT TO EXTEND MORE THAN 0.2
FROM BODY.

DIM MIN MAX
MILLIMETERS

A
B
C 0.90 1.10
D 0.25 0.50
G 0.95 BSC
H 0.01 0.10
J 0.10 0.26
K 0.20 0.60
M 0  10   
S 2.50 3.00

1 2 3

5 4
S

A
G

B

D

H

C
J

� �

0.20

5X

C A BT0.102X

2X T0.20

NOTE 5

C SEATING
PLANE

0.05

K

M

DETAIL Z

DETAIL Z

TOP VIEW

SIDE VIEW

A

B

END VIEW

1.35 1.65
2.85 3.15

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.
Pb−Free indicator, “G” or microdot “�”, may
or may not be present. Some products may
not follow the Generic Marking.
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NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED TERMINAL AND IS MEASURED

BETWEEN 0.15 AND 0.25MM FROM THE TERMINAL TIP.
4. COPLANARITY APPLIES TO THE EXPOSED PAD AS WELL AS THE

TERMINALS.
5. TIE BARS MAY BE VISIBLE IN THIS VIEW AND ARE CONNECTED TO

THE THERMAL PAD.

SEATING
PLANE

0.10 C

A3

A

A1

0.10 C

UDFN6 2x2, 0.65P
CASE 517AB

ISSUE C
DATE 10 APR 2013SCALE 4:1

DIM
A

MIN MAX
MILLIMETERS

0.45 0.55
A1 0.00 0.05
A3 0.127 REF
b 0.25 0.35
D 2.00 BSC
D2 1.50 1.70

0.80 1.00
E 2.00 BSC
E2
e 0.65 BSC
L

--- 0.15L1

PIN ONE
REFERENCE

0.08 C

0.10 C

6X

L

e

E2

b

3

6 6X

1

4

D2

GENERIC
MARKING DIAGRAM*

*This information is generic. Please refer to
device data sheet for actual part marking.
Pb−Free indicator, “G” or microdot “ �”,
may or may not be present.

XX = Specific Device Code
M = Date Code
� = Pb−Free Package

XXM�

�

BOTTOM VIEW

0.25 0.35

L1

DETAIL A

L

ALTERNATE TERMINAL
CONSTRUCTIONS

L

ÉÉÉ
ÉÉÉÇÇÇ

DETAIL B

MOLD CMPDEXPOSED Cu

ALTERNATE
CONSTRUCTIONS

ÉÉ
ÉÉÇÇ

A1

A3

*For additional information on our Pb−Free strategy and soldering
details, please download the ON Semiconductor Soldering and
Mounting Techniques Reference Manual, SOLDERRM/D.

SOLDERING FOOTPRINT*

2.30

0.65

0.47
6X

DIMENSIONS: MILLIMETERS

0.40

1.70

PITCH

0.95

6X

1

PACKAGE
OUTLINE

RECOMMENDED

TOP VIEW

SIDE VIEW

DETAIL B

NOTE 4

DETAIL A

END VIEW

AM0.10 BC

M0.05 C

D

E

A B
NOTE 5

C

(Note: Microdot may be in either location)
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